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１．概要（Summary） 

MIM(金属-絶縁層-金属)構造によるトンネルダイオー

ド(MIMダイオード)はテラヘルツ帯の整流を可能にする。

先行研究において、絶縁層を複数層にすることで純バイ

アス、逆バイアス印加時に流れるトンネル電流に非対称

性を生じさせ、高い整流性能を持った MIIIM(金属-絶縁

層-絶縁層-絶縁層-金属)ダイオードが開発された。このダ

イオードを用いてレクテナ(アンテナと整流回路が一体とな

ったもの)を作製する際の薄膜絶縁層(ZnO-SiO2-Al2O3)

の堆積のために産業技術総合研究所ナノプロセシング施

設の原子層堆積装置を使用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

20 mm角にダイシングした高抵抗 Siウエハ上に Crを

下地としたAuを 100 nmスパッタにより堆積し、回路が形

成されたものとベタ膜の 2 つのサンプルを用意した。この

試料へ原子層堆積装置を用いて 200℃の条件下で

ZnO,SiO2,Al2O3をそれぞれ 2 nmずつ連続で堆積を行

った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ベタ膜に絶縁層を堆積させたもの、回路が形成された

ものに絶縁層を堆積させたものをそれぞれ Fig. 1(a),(b)

に示す。 

現状時間と装置の都合上、絶縁層の堆積までしか完了

していないが、この先再度スパッタにより Alを 200 nm堆

積させる。回路形成されたものにはさらにリソグラフィシス

テムとウェットエッチングを用いることによってレクテナを作

製する予定である。その後次の二つの実験を行う予定で

ある。 

1). Fig. 1(a)に Alをスパッタしたものに対して TEMを用

いて膜厚を測定し、その後混酸アルミによってウェット

エッチングを行ったものに対して再び TEM を用いて

膜厚を測定することによって混酸アルミが Al2O3に及

ぼす影響を調べる。 

2). 作製されたレクテナに対して給電実験を行う。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Fig. 1. The photographs of the two types of the substrates. 

(a)Without a circuit, (b)With a circuit. 


